PROBLEMES DE SISTEMES
MICROELECTRONICS

P1. Un inversor CMOS amb una capacitat de carrega C_ s’excita amb una entrada amb ona
quadrada de perfode 100us i amplitud igual a Vpp. Si Pn = Be = 100uA/V?, es demana:

(@) Estimeu el maxim valor de C_ que sigui compatible amb un funcionament correcte del
circuit si Vpp = 4V.

(b) Si CL = 10nF, calculeu el valor minim que ha de tenir Vpp.

(c) Calculeu el valor maxim dels corrents de carrega i descarrega del condensador en els
apartats (a) i (b), considerant Vy = |V1p| = 1V.
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P2. Donat I’inversor pseudo-NMOS de la figura, es demana:

(a) Calculeu Vou, ViL, i NM,.

(b) Calculeu Vinv | AVo/AV;, per Vi = Viny.

(c) Si es connecta un condensador C =1 pF entre Vo i massa, calculat t,.

(d) Considerant que hi ha una carrega R, de 100k entre la sortida i massa, calcular Vou i Vor.
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Dades: Vi = Ve = 1V, Vb = 5V, K’y = 20pANV?, K’ = 10pA/NV?, (W/L)y = 10,

(W/L)p = 2

P3. En un inversor simétric (V1tn = |V1e|, Bn = Br) €S mesura el corrent maxim de 200uA durant
la transici6 alt-baix per Vpp = 3V i de 800pA per Vpp = 5V. Es demana:

(a) Calcular la tensio de transicié (entrada igual a sortida) en cada cas.

(b) Calcular B i V1 per cadascun dels transistors.

(€) Si pn/pp = 21 unCox = 40 uwA/NV?, calcular W/L de cada transistor.
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